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 록 : Indium tin oxide (ITO), Indium zinc oxide (IZO) 박막은 DC 마그네트론 스퍼터링 시스템을 이용하여 유리 
기  에 증착되었으며, Indium-zinc-tin oxide (IZTO) 박막은 두 개의 캐소드(DC, RF)를 사용한 마그네트론 이원동
시방  시스템에 의해 증착되었다 [1]. 모든 박막은 상온 증착 후 200℃에서 후열처리 되었으며, IZO에 Sn이 소량 첨
가됨에 따라 IZO보다 더 낮은 비 항을 갖는 것을 확인할 수 있었다. 

1. 서론

ITO 박막은 축퇴 반도체로서 OLED 소자의 anode로 많이 사용되어지고 있다. 일반 으로 이러한 ITO박막의 기 , 
학  특성을 더욱 향상시키기 해 고온 증착이 사용되어 진다. OLED 용의 경우, 균일한 표면조도 뿐만이 아니라 

박막의 높은 일함수가 요구되어진다. 높은 일함수는 박막과 유기물 사이의 에 지 장벽을 감소시켜 ITO 박막으로부터 
유기물 층으로의 홀 주입효과를 향상시키고, 균일한 표면 조도는 소자의 층 시 계면간의 불완 한 을 감소시켜 
소자의 결함을 감소시키기 때문이다. 그러나 고온증착 된 다결정 ITO의 경우, 낮은 일함수와 거친 표면 조도 때문에 
이러한 특성을 충분히 만족시키지 못한다. 따라서 본 연구에서는 OLED 소자의 특성을 향상시키기 해 높은 일함수
와 균일한 표면 조도를 갖는 IZO 박막을 연구하 다. 한 기  특성이 향상된 IZO박막이 OLED 소자에 미치는 
향을 알아보기 해 Sn이 소량 첨가된 IZO 박막을 연구하 다. 

2. 본론 

본 연구에서는 물질에 따른 기  특성에 하여 조사하 다.
     

 그림 1. 물질에 따른 박막의 기  특성          

그림 1에서 IZTO 박막의 경우, 200℃에서 Sn의 기  활성화에 따른 캐리어 도 증가로 인해 IZO 박막에 비해 낮
은 비 항을 갖는 것을 확인할 수 있었다. ITO박막 한 후열처리에 의한 캐리어 도의 증가로 비 항이 격히 감
소하 다. 그러나 IZO 박막의 경우 상 으로 비 항의 변화가 온도에 의존하지 않는다는 것을 확인할 수 있었다.

3. 결론

상온에서 유리 기 에 증착된 ITO, IZO, IZTO 박막의 기 , 기계 , 학  특성을 비교하 다. 각각의 박막은 20
0℃에서 1.98 x 10-4

Ωcm, 3.35 x 10-4
Ωcm, 3.09 x 10-4

Ωcm의 비 항을 나타내었다. 한 각 박막의 캐리어 도 증가  
감소에 따른 일함수를 측정하고, OLED 소자에 용시켜 박막별 turn-on voltage의 변화에 해 연구하 다.
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